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Цель работы: ознакомление с типами полупроводниковых и гибридных интегральных микросхем, их топологией, базовыми элементами, стандартными размерами. 

1. Гибридная интегральная микросхема. 

Количество элементов – 9. 

Сопротивление резистивной пленки:

R3 = 7 кОм

b = 0.2 мм, l = 3.8 мм
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Плотность упаковки.
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V – объем микросхемы. 
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Степень интеграции: 
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, так как степень интеграции выражается целыми числами, округлим до ближайшего целого числа 
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Осциллограммы: измеряем влияние температуры микросхемы на длительность импульса. 

Не нагретая микросхема                     



 Нагретая микросхема         
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Как мы видим, для гибридной микросхемы длительность импульса при нагревании не меняется. Следующие чертежи содержат топологическую и электрическую схемы гибридной ИС. Также приведено положение в корпусе ключа, который помогает определить правильное расположение выводов микросхемы.

Топологическая схема
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Электрическая схема
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Положение ключа и выводов
(вид снизу)
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Положение ключа и выводов 

(вид сверху)
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2. Полупроводниковая интегральная микросхема. 

 Количество элементов – 22. 

 Плотность упаковки.
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V – объем микросхемы. 
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Степень интеграции. 
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, так как степень интеграции выражается целыми числами, округлим до ближайшего целого числа 
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Осциллограммы: измеряем влияние температуры микросхемы на длительность импульса. 

Не нагретая микросхема                      Нагретая микросхема         









                                       5                         t,мс      
                                                   1.2                      t,мс    

Как мы видим, для полупроводниковой микросхемы длительность импульса меняется при нагревании. Следующие чертежи содержат топологическую и электрическую схемы полупроводниковой ИС, расположение выводов.  

Топологическая схема.
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Электрическая схема.
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Вывод: В данной работе были изучены полупроводниковая и гибридная интегральные микросхемы. Нами было выяснено, что степень интеграции и плотность упаковки полупроводниковой ИС выше, чем у гибридной ИС. Нагревание не влияет на длительность импульсов гибридной микросхемы, но влияет на длительность импульса полупроводниковой микросхемы.
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